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Inventia se refera la tehnologia semiconductorilor, in particular la procedee de obtinere a nanostructurilor
semiconductoare.

Procedeul de obtinere a nanostructurilor semiconductoare constd in decaparea electrochimica a suprafetelor
semiconductoare. Noutatea inventiei constd in aceea ca decaparea electrochimica se efectueazd cu aplicarea
impulsurilor de tensiune intr-o solutie cu urmatorul raport al componentelor:

H3PO4 10 ml

HNO3 10 ml
NapCrpO7 0...10g
HyO 300 ml.
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